
Résumé:
Dans ce travail, nous étudions le nitrure de silicium amorphe hydrogéné (a-SiNx:H) déposé par la pulvérisation DC magnetron d'une cible de silicium sous un plasma de mélange d'argon, d'hydrogène et d'azote moléculaire. Cette technique offre l'avantage de découpler les sources du matériau. 
Nous étudions essentiellement les effets de la fraction molaire d'azote "FMA" et la pression partielle d'hydrogène PH2 sur le régime de pulvérisation et les propriétés physico-chimiques et optiques du matériau.
Pour caractériser le plasma nous mesurons la tension de polarisation de la cible et la vitesse de dépôt. Nous utilisons la spectroscopie infrarouge pour étudier la structure physicochimique du matériau et l'ellipsométrie spectroscopique et la transmission optique pour sa caractérisation optique. Les structures MNS (métal/nitrure de silicium/ semiconducteur) réalisées sont caractérisées par spectroscopie d'admittance et par la mesure du courant en fonction de la tension.
A travers les résultats obtenus nous pouvons conclure que: la transition entre les régimes de pulvérisation élémentaire et réactif est progressive. Elle s'achève à une fraction molaire d'azote critique FC = 0.29. La concentration d'azote dans le matériau augmente avec la FMA. À FC le matériau atteint la composition de stœchiométrie. L'augmentation de la pression partielle d'hydrogène engendre une augmentation de la concentration d'hydrogène dans le matériau. 
Un effet de capacité négative est observé sur les caractéristiques capacité-tension des structures MNS. Nous proposons que l’injection d’électrons dans le nitrure de silicium par émission thermoélectronique à l’interface a-SiNx:H/c-Si(n) peut être impliquée dans le mécanisme de la capacité négative dans notre structure.






